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1–База, 2–Эмиттер, 3–Коллектор 

 
ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ  РЕЖИМЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Параметры Обозначение Ед.  

измер. 
Значение 

Напряжение коллектор-база          Uкб max В 60 
Напpяжение коллектоp-эмиттеp   Uкэ max В 60 
Напряжение эмиттер-база Uэб max В 4 
Постоянный ток  коллектора Iк max мА 400 
Импульсный ток коллектора Iки max мА 800 
Постоянная рассеиваемая мощность  
коллектора 

Рк max Вт 0,3 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  ( Tокр.ср.=25°C ) 
 

Паpаметpы Обозна-
чение 

Ед. 
измеp 

Режимы  
измеpения 

Min Max 

Обратный ток коллектора Iкбо мкА Uкб=60B 0,01 5 

Статический коэффициент передачи тока h21Е  Uкб=-5B,Iэ=200Мa 
f=50Гц tи≤30мкс 
Q≥50 

 
40 

 

 
200 

Напряжение насыщения коллектор- эмит-
тер 

Uкэ(нас) В Iк=500мА,Iб=50мA 0,2 0,5 

Напряжение насыщения база - эмиттер Uбэ(нас) В Iк=500мА,Iб=50мA 0,6 1,2 
Емкость коллекторного перехода* Cк* пФ Uкб=10B, Iэ=0, 

f=107Гц 
7 10 

Емкость эмиттерного перехода* Сэ* пФ Uэб=0B f=107 Гц 40 80 

Обратный ток эмиттеpа Iэбo мкА Uэб= 4 B 0,01 5 
 

• Справочные параметры 
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